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(54)【発明の名称】 液晶表示装置

(57)【要約】
【課題】薄膜トランジスタ部分のホトコン電流を抑制
し、ゲート電極やドレイン電極の断線を防止する。
【解決手段】薄膜トランジスタＴＦＴのソース電極ＳＤ
１の下層に位置する半導体層ＡＳＩをゲート線ＧＬから
はみ出させないで配置する。薄膜トランジスタＴＦＴの
チャネル部Ｃとソース電極ＳＤ１の半導体層ＡＳＩ乗り
越え部側璧の距離を拡大してホトコン電流の発生を抑制
した。半導体層のドレイン電極あるいはソース電極の乗
り越え部に２方向乗り越え部あるいは３方向乗り越え部
を形成してドレイン電極やソース電極のクラックや断線
を防止した。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】少なくとも一方が透明な一対の基板の一方
の内面に形成した複数のゲート線および複数のドレイン
線との各交差部分に薄膜トランジスタを有し、前記一方
の基板に近接させて形成した画素電極及び対向電極と、
前記一対の基板間に挟持した液晶層とを有する液晶表示
装置であって、
前記薄膜トランジスタを構成するソース電極の下層に位
置する半導体層の端部を当該半導体層の下層に位置する
ゲート配線の端縁以内に配置したことを特徴とする液晶
表示装置。
【請求項２】前記ソース電極の下層に位置する半導体層
の幅を当該ソース電極の幅より大として前記薄膜トラン
ジスタのチャネル部と前記ソース電極の半導体層乗り越
え部側璧の距離を拡大したことを特徴とする請求項１記
載の液晶表示装置。
【請求項３】前記ゲート線とドレイン線の交差部の半導
体層と薄膜トランジスタ部の半導体層を分離したことを
特徴とする請求項１または２記載の液晶表示装置。
【請求項４】前記ドレイン線から分岐して前記薄膜トラ
ンジスタの半導体層の上層に延びるドレイン電極の前記
分岐部を前記ゲート線から外れた部分に配置すると共に
前記薄膜トランジスタの半導体層のドレイン電極側コー
ナー部を覆って配置し、前記半導体層の前記ドレイン電
極側の下層部に２方向乗り越え部を形成したことを特徴
とする請求項３記載の液晶表示装置。
【請求項５】前記薄膜トランジスタの半導体層の前記ド
レイン電極側および前記ソース電極の下層部に３方向乗
り越え部を形成したことを特徴とする請求項３または４
記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示装置に係
り、特に、画素毎にスィッチング素子を配置した、所謂
アクティブ・マトリクス型の液晶表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】液晶表示装置は、一対の基板間に挟持さ
れた液晶層の液晶分子に電界を印加して液晶の配向方向
を変化させ、それにより生じる液晶層の光学変化を利用
して表示を行う。従来のアクティブ・マトリクス型の液
晶表示装置は、液晶層に印加する電界の方向が液晶層を
挟持する基板面にほぼ垂直な方向に設定され、液晶層の
光旋光性を利用して表示を行うツイステッドネマチック
（ＴＮ）表示方式に代表される。
【０００３】一方、櫛歯電極を用い、液晶に印加する電
界の方向を基板面にほぼ平行とし、液晶の複屈折性を用
いて表示を行うインプレーン・スィッチング方式（In-P
laneSwitching：ＩＰＳ）の液晶表示装置が、特公昭６
３－２１９０７号公報、米国特許第４３４５２４９号、
ＷＯ９１／１０９３６、特開平６－１６０８７８号公報
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等により提案されている。このＩＰＳ方式は従来のＴＮ
方式に比べて広視野角、低負荷容量等の利点があり、Ｔ
Ｎ方式に替わる新たなアクティブ・マトリクス型液晶表
示装置として近年急速に進歩している技術である。
【０００４】ＩＰＳ方式においては、ジャーナル  オブ
  アプライド  フィジクス、１９９７，Ｖol．８２，Ｎ
o.２，第５２８頁～第５３５頁(M. Oh－e, M. Yoneya,a
nd K. Kondo, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS，１９９
７，Ｖol.８２，Ｎo.４，５２８－５３５）に明らかに
されているように、液晶が負の誘電異方性を有する場合
に、正の誘電異方性の液晶に比べ、より完全なイン－プ
レーン・スイッチングを実現することができる。上述の
ＩＰＳ方式では上記対となる基板の一方の表面内に設け
られたストライプ状の不透明金属櫛歯電極を用いてい
る。
【０００５】しかし最近、櫛歯電極を不透明金属電極に
代えてＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ  Ｔｉｎ  Ｏｘｉｄｅ）な
どの透明導電物質により形成し、またこの櫛歯電極の配
置のピッチを従来のＩＰＳ方式より短いピッチで配置
し、さらに誘電率異方性が負の液晶材料を用いることに
より、櫛歯電極の縁部分に形成される電界のみでもこの
透明櫛歯電極の上部に存在する液晶のすべてを配向変化
させることが出来るようにして、透過率及び開口率を改
善するＩＰＳ方式の一種が提案されている。
【０００６】上記提案にかかる文献は、例えば「Ｓ．
Ｈ．Ｌｅｅ，Ｓ．Ｌ．Ｌｅｅ  ａｎｄＨ．Ｙ．Ｋｉｍ，
アジアディスプレイ，１９９８，ｐｐ．３７１－３７
４」及び「Ｓ．Ｈ．Ｌｅｅ，Ｓ．Ｌ．Ｌｅｅ，Ｈ．Ｙ．
Ｋｉｍ  ａｎｄＴ．Ｙ．Ｅｏｍ，ＳＩＤ  ｄｉｇｅｓ
ｔ，１９９９，ｐｐ．２０２－２０５」を挙げることが
できる。上記文献では、誘電率異方性が負の液晶材料と
短ピッチ透明櫛歯電極を組み合わせたＩＰＳ方式では、
ＴＮ方式に近い透過率がＩＰＳ方式と同等の広視野角特
性を保ったまま可能となることが報告されている。
【０００７】このような液晶表示装置は、基板上に形成
した複数のゲート線（ゲート配線）と複数のドレイン線
（ドレイン配線）の交差部にスィッチング素子（一般
に、薄膜トランジスタ、以下薄膜トランジスタとして説
明する）を備えるとともに、コモン電極と上記スィッチ
ング素子で駆動される画素電極とを近接させて配置して
いる。上記薄膜トランジスタは、ゲート線をゲート電極
として、その上層に半導体層（ａ－Ｓｉ半導体層）を介
してドレイン線から延びるドレイン電極と画素電極に接
続するソース電極とで構成される。なお、ドレイン電極
とソース電極は動作中に入れ代わるが、以下では後述の
図に示したように固定して説明する。
【０００８】図１７はＩＰＳ方式の液晶表示装置の一例
における薄膜トランジスタ部分を拡大して模式的に示す
要部平面図である。図中、ＧＬはゲート線、ＤＬはドレ
イン線、ＡＳＩは半導体層（ａ－Ｓｉ層：ａ－Ｓｉアイ
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ランドとも言う）、ＰＸは画素電極、ＣＴはコモン電極
を示す。ＳＤ１はソース電極、ＳＤ２はドレイン電極で
ある。この液晶表示装置では、薄膜トランジスタ基板上
に画素電極ＰＸとコモン電極ＣＴを隣接させて配置して
いる。薄膜トランジスタのソース電極ＳＤ１と画素電極
ＰＸはスルーホールＴＨで接続されている。
【０００９】また、図１８はＩＰＳ方式の液晶表示装置
の他例における薄膜トランジスタ部分を拡大して模式的
に示す要部平面図である。図中、図１７と同一符号は同
一機能部分に対応する。この液晶表示装置では、画素電
極ＰＸは薄膜トランジスタ基板上にベタ形成してあり、
その上層に絶縁層を介してコモン電極ＣＴを形成してあ
る。ソース電極ＳＤ１は画素電極ＰＸと同層に形成して
ある。薄膜トランジスタのソース電極ＳＤ１はスルーホ
ールＴＨで画素電極ＰＸに接続されている。なお、この
他に、コモン電極ＣＴを薄膜トランジスタ基板上にベタ
形成し、その上に絶縁層を介して画素電極ＰＸを形成し
たものもあり、また、画素電極ＰＸ、コモン電極ＣＴの
形状を縦方向あるいは横方向に屈曲させたものも考えら
れている。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】図１７、図１８に示し
た何れの液晶表示装置でも、ゲート線ＧＬの上層に形成
される半導体層ＡＳＩはソース電極ＳＤ１の下でゲート
線ＧＬからはみ出している（各図中、Ａで示した部
分）。この半導体層ＡＳＩのはみ出し部分にバックライ
ト光が当たって、所謂ホトコン電流が発生し、薄膜トラ
ンジスタのリーク電流発生の原因となったり、信号保持
電圧の低下をもたらす。また、ソース電極ＳＤ１と半導
体層ＡＳＩの側壁とのコンタクト部（図中のＢ部）と薄
膜トランジスタのチャネル部（同Ｃ部）とが近接してい
るためにホールの注入が起こり、これも薄膜トランジス
タのリーク電流の発生や信号保持電圧の低下をもたら
す。
【００１１】さらに、半導体層ＡＳＩの上層に形成され
るソース電極（または、画素電極ＰＸのソース電極とな
る部分）ＳＤ１あるいはドレイン電極は、半導体層ＡＳ
Ｉを乗り越える部分（図１７および図１８におけるＡ，
Ｂで示したソース電極ＳＤ１の縁部）の段差に起因した
クラックの発生による抵抗値の上昇や断線が発生し易
い。
【００１２】なお、上記の現象は、ＴＮ方式においても
同様であり、ホトコン電流が発生や薄膜トランジスタの
リーク電流の発生や信号保持電圧の低下は液晶表示装置
での輝度に影響し、表示品質を劣化させる。また、ドレ
イン電極やソース電極のクラックや断線は製品歩留りを
低下させる。そのため、これらを解消することが解決し
なければならない課題の一つとなっていた。本発明の目
的は、上記の課題を解消して高輝度で信頼性の高い液晶
表示装置を提供することにある。
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【００１３】
【課題を解決するための手段】上記の課題を解決するた
めに、本発明による液晶表示装置は、薄膜トランジスタ
のソース電極の下層に位置する半導体層がゲート線から
はみ出さないように配置し、あるいは、薄膜トランジス
タのチャネル部とソース電極の半導体層乗り越え部側璧
の距離を拡大して、ホトコン電流の発生を抑制した。
【００１４】また、半導体層をゲート線とドレイン線の
交差部の半導体層と薄膜トランジスタ部の半導体層とに
分離し、ゲート配線とドレイン線の交差部で発生したホ
トコン電流が薄膜トランジスタに影響しないようにし
た。さらに、半導体層のドレイン電極あるいはソース電
極の乗り越え部に２方向乗り越え部あるいは３方向乗り
越え部を形成したことで、ドレイン電極やソース電極の
クラックや断線を防止した。なお、本発明は上記の構成
および後述する実施例の構成に限定されるものではな
く、本発明の技術思想を逸脱することなく種々の変形が
可能である。
【００１５】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実
施形態を説明する。ここではＩＰＳ方式の液晶表示装置
に本発明を適用した実施例について説明するが、ＴＮ方
式の液晶表示装置についても同様である。また、以下の
図において、同一機能を有する部分には同一符号を付
け、その繰り返しの説明は省略する。
【００１６】図１は本発明による液晶表示装置の第１実
施例の要部構成を模式的に説明する平面図であり、薄膜
トランジスタ（ＴＦＴ）部分を示す。図１に示すよう
に、ゲート線（ゲート配線：走査信号線又は水平信号
線）ＧＬと、ドレイン線（ドレイン配線：信号線または
垂直信号線）ＤＬと、コモン線（コモン配線：対向電極
配線）ＣＬと、隣接する２本のドレイン線ＤＬと２本の
ゲート線ＧＬの交差領域内に配置されている。ゲート線
ＧＬ、コモン線ＣＬは図１の左右方向に延在し、上下方
向に複数本配置されている。映像信号線ＤＬは上下方向
に延在し、左右方向に複数本配置されている。一画素内
では、コモン線ＣＬからはコモン電極ＣＴが上下方向に
１または複数本分岐配置されている。このコモン線ＣＬ
は図示したようにゲート線ＧＬに隣接して配置するもの
に限らず、画素の中央部に配置したものもある。
【００１７】櫛歯状の画素電極ＰＸはＩＴＯ透明導電膜
で形成され、ソース電極ＳＤ１と連続して、あるいはス
ルーホールを介して薄膜トランジスタＴＦＴのソース電
極ＳＤ１と電気的に接続されている。ＳＤ２はドレイン
電極であり、ドレイン線ＤＬから横方向に分岐してい
る。ＡＳＩはａ－Ｓｉ半導体層である。各画素電極ＰＸ
とコモン電極ＣＴとの間で発生した電界により液晶組成
物ＬＣの光学的な状態を制御して表示を行う。
【００１８】ゲート線ＧＬは各画素の薄膜トランジスタ
ＴＦＴに走査電圧信号を伝搬するためのものであり、ド
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レイン線ＤＬは、各画素の画素電極ＰＸに薄膜トランジ
スタＴＦＴのドレイン電極ＳＤ２を介して映像信号電圧
を供給するためのものであり、またコモン線ＣＬは各画
素のコモン電極ＣＴにコモン電圧信号を供給するための
ものである。図１では、金属電極で形成されたコモン線
ＣＬはドレイン線ＤＬの脇を囲むように形成されてお
り、ドレイン電極ＤＬに印加される電圧に起因する電位
差で発生する電界の影響で生じるドレイン線脇の不要な
光漏れを防止する遮光層を兼ねている。
【００１９】櫛歯状の画素電極ＰＸの電極幅Ｗ及び電極
間隔Ｌは、用いる液晶材料によって変える。これは、液
晶材料によって最大透過率を達成する電界強度が異なる
ため、電極間隔を液晶材料に応じて設定し、用いるドレ
イン信号駆動回路（信号側ドライバ）の耐圧で設定され
る信号電圧の最大振幅の範囲で、最大透過率が得られる
ようにするためである。画素電極間距離は１μｍ～１５
μｍになるよう設定されるが、応答速度５０ｍｓｅｃを
実現するために、本実施例では４μｍとした。また、電
極間隔Ｌは１μｍ～１０μｍになるよう設定されるが、
駆動電圧１０Ｖ以下を実現するために、本実施例では５
μｍ以上で１０μｍ以下とした。
【００２０】本実施例では、薄膜トランジスタＴＦＴを
構成するソース電極ＳＤ１の下層に位置する半導体層Ａ
ＳＩの端部Ｅを当該半導体層ＡＳＩの下層に位置するゲ
ート線ＧＬの端縁Ｄ以内に配置した。つまり、半導体層
ＡＳＩがゲート線ＧＬからはみ出さないようにして半導
体層ＡＳＩにバックライトの光が当たらないようにした
ことにより、ホトコン電流を抑制したものである。ま
た、薄膜トランジスタＴＦＴのソース電極ＳＤ１と半導
体層ＡＳＩの重なり部分におけるソース電極ＳＤ１の幅
ｗ１よりも半導体層ＡＳＩの幅ｗ２を大きくした。この
構成により、薄膜トランジスタＴＦＴのチャネル部Ｃと
ソース電極ＳＤ１が半導体層ＡＳＩを乗り越える側壁Ｅ
のコンタクト部の距離を話し、ホール注入を抑制して薄
膜トランジスタのリーク電流が低減され、信号保持の低
下が防止される。
【００２１】図２は本発明による液晶表示装置の第２実
施例の要部構成を模式的に説明する平面図であり、図１
と同一機能部分には同一符号を付してある。なお、コモ
ン線ＣＬの図示は省略した。本実施例では、ゲート線Ｇ
Ｌとドレイン線ＤＬの交差部の半導体層と薄膜トランジ
スタＴＦＴの半導体層とを分離して、それぞれ半導体層
ＡＳＩ１、ＡＳＩ２とした。この構成としたことで、ゲ
ート線ＧＬとドレイン線ＤＬの交差部で発生したホトコ
ン電流の影響が薄膜トランジスタＴＦＴに及ぶことを防
止できる。
【００２２】図３は本発明による液晶表示装置の第３実
施例の要部構成を模式的に説明する平面図であり、
（ａ）は平面図、（ｂ）は（ａ）のＡ－Ａ線から矢印方
向に見た断面図である。図２と同一機能部分には同一符
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号を付してある。なお、コモン線ＣＬの図示は省略し
た。①と②はドレイン電極ＳＤ２が半導体層ＡＳＩ２を
乗り越える方向を示す。
【００２３】ゲート線ＧＬとドレイン線ＤＬの交差部の
半導体層と薄膜トランジスタＴＦＴの半導体層とを分離
して、それぞれ半導体層ＡＳＩ１、ＡＳＩ２とした点は
第２実施例と同様である。このとき、図２の構成のまま
では半導体層ＡＳＩ２をドレイン電極ＳＤ２が乗り越え
る部分が１方向乗り越えであるためにクラックが入り易
く、断線の原因となる。
【００２４】本実施例では、ドレイン線ＤＬから分岐し
て薄膜トランジスタＴＦＴの半導体層ＡＳＩ２の上層に
延びるドレインＳＤ２の上記分岐部を、ゲート線ＧＬか
ら外れた部分に配置した。また、ドレイン電極ＳＤ２を
薄膜トランジスタＴＦＴの半導体層ＡＳＩ２のドレイン
電極ＳＤ２側コーナーを覆って配置し、図３（ｂ）に示
したようにドレイン電極ＳＤ２の半導体層ＡＳＩ２の乗
り越え部に２方向乗り越え部を形成したことで、断線の
発生を低減した。
【００２５】さらに、このドレイン電極ＳＤ２の半導体
層ＡＳＩ２の乗り越え部と薄膜トランジスタＴＦＴのチ
ャネル部Ｃの距離を離すことができ、ホール注入による
薄膜トランジスタＴＦＴの信号保持特性の劣化を抑制で
きる。さらに、図２では、ゲート線ＧＬとドレイン電極
ＳＤ２との間に半導体層が無い部分Ｆが生じ、当該部分
の容量が増加するが、図３に実施例の構成とすることで
当該部分Ｆ’の面積が減少し、容量増加が抑制される。
【００２６】図４は本発明による液晶表示装置の第４実
施例の要部構成を模式的に説明する平面図であり、
（ａ）は平面図、（ｂ）は（ａ）のＢ－Ｂ線から矢印方
向に見た断面図である。図３と同一機能部分には同一符
号を付してある。なお、コモン線ＣＬの図示は省略し
た。①，②，③はソース電極ＳＤ１が半導体層ＡＳＩ２
を乗り越える方向を示す。
【００２７】本実施例は、ソース電極ＳＤ１およびドレ
イン電極ＳＤ２が半導体層ＡＳＩ２を乗り越える部分に
３方向乗り越え部を形成して断線発生を低減したもので
ある。ここでは、３方向乗り越え部をゲート線ＧＬ上で
ソース電極ＳＤ１と半導体層ＡＳＩ２の乗り越え部分に
ついて説明するが、ドレイン電極ＳＤ２と半導体層ＡＳ
Ｉ２の乗り越え部分についても同様である。
【００２８】ソース電極ＳＤ１は図４（ｂ）に断面で示
したように、ゲート線ＧＬとゲート絶縁層ＧＩおよび半
導体層ＡＳＩ２を乗り越えて形成される。このような多
段乗り越えではソース電極ＳＤ１の乗り越え部にクラッ
クが発生し易く、それが原因で断線を起こし易い。本実
施例では、ゲート線ＧＬを画素電極ＰＸ側に突出させる
と共に、半導体層ＡＳＩ２の当該部分にも突出部を形成
することにより、図中①～③で示した３方向乗り越え部
を配置した。図４（ｂ）に示したように、３方向乗り越
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7
えとしたことにより、断線の発生率が軽減できる。
【００２９】図５は本発明による液晶表示装置の第５実
施例の要部構成を模式的に説明する平面図である。本実
施例は、薄膜トランジスタＴＦＴの半導体層ＡＳＩ２を
ゲート線ＧＬとドレイン線ＤＬの交差部の半導体層ＡＳ
Ｉ１から分離して図２で説明した本発明の第２実施例と
同様の効果を奏するものとした。そして、ドレイン電極
ＳＤ２が半導体層ＡＳＩ１およびＡＳＩ２を乗り越える
部分とソース電極ＳＤ１がゲート線と半導体層ＡＳＩ２
を乗り越える部分に図４と同様の３方向乗り越え部を形
成した。
【００３０】本実施例によれば、前記第４実施例と同様
にドレイン電極ＳＤ２、ソース電極ＳＤ１が半導体層Ｓ
Ｄ１，ＳＤ２を乗り越える部分での断線の発生率が軽減
でき、抵抗値の上昇や断線の発生を防止できる。
【００３１】次に、本発明の液晶表示装置の他の構成例
について図６～図１４を参照して説明する。図６は本発
明の液晶表示装置の一画素の構成を説明する平面図であ
る。図中、ＧＬはゲート線、ＤＬはドレイン線、ＣＬは
コモン線、ＣＴはコモン電極、ＰＸは画素電極、ＴＨは
薄膜トランジスタＴＦＴのソース電極ＳＤ１と画素電極
ＰＸを接続するスルーホール、Ｖは縦（上下）方向、Ｈ
は横（左右）方向を示す。
【００３２】この液晶表示装置では、画素電極ＰＸおよ
び対向電極ＣＴをくの字状（ジグザグ形状）に形成し
た。これにより、方向の違う再配向状態をもつ２つの領
域（ドメイン）が形成され、斜め方向の着色、階調反転
をそれぞれが補償し合い、より広視野角が得られる。す
なわち、それぞれの電極はそれぞれの走行方向において
複数の屈曲部を有するジグザグ形状となっており、その
屈曲部を境にして一方は図中縦方向Ｖに対してθの角度
を、他方は１８０°－θの角度を有している。これによ
り、上述の方向の違う再配向状態をもつ２つの領域（ド
メイン）が形成され、斜め方向の着色、階調反転をそれ
ぞれが補償し合い、より広視野角が得られる。
【００３３】なお、画素電極ＰＸおよび対向電極ＣＴの
間にはゲート絶縁膜ＧＩが形成されており、画素電極Ｐ
Ｘと対向電極ＣＴの間に液晶分子を回転させるための横
方向の電界が発生する。ドレイン線ＤＬからゲート線Ｇ
Ｌとオーバーラップして形成されるドレイン電極ＳＤ２
と、画素電極ＰＸと接続されて画素電極ＰＸに保持電圧
を印加するソース電極ＳＤ１との間にアモルファス半導
体層ＡＳＩが配置され、薄膜トランジスタＴＦＴとして
機能する。
【００３４】図７は図６のＩ－Ｉ線に沿った薄膜トラン
ジスタ部分の断面図である。薄膜トランジスタＴＦＴ
は、ゲート電極ＧＴに正のバイアスを印加すると、ソー
ス－ドレイン間のチャネル抵抗が小さくなり、バイアス
を零にすると、チャネル抵抗は大きくなるように動作す
る。薄膜トランジスタＴＦＴは、ゲート電極ＧＴ、ゲー
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ト絶縁膜ＧＩ、ｉ型（真性、ｉｎｔｒｉｎｓｉｃ、導電
型決定不純物がドープされていない）非晶質シリコン
（Ｓｉ）からなるｉ型の半導体層ＡＳＩ、一対の電極
（ソース電極ＳＤＩ、ドレイン電極ＳＤ２）を有する。
なお、ソース電極ＳＤ１とドレイン電極ＳＤ２は、本来
その間のバイアス極性によって決まるもので、この液晶
表示装置の回路ではその極性は動作中反転するので、ソ
ース電極ＳＤ１とドレイン電極ＳＤ２は動作中入れ替わ
ることは前記したとおりである。
【００３５】ゲート電極ＧＴはゲート信号線ＧＬと連続
して形成されており、ゲート線ＧＬの一部の領域がゲー
ト電極ＧＴとなるように構成されている。ここでは、ゲ
ート電極ＧＴは単層の導電膜ｇ１で形成されている。こ
の導電膜ｇ１としては、例えばスパッタで形成されたク
ロム－モリブデン合金（Ｃｒ－Ｍｏ）膜が用いられるが
それに限ったものではない。また、異種の金属を２層形
成しても良い。
【００３６】ゲート線ＧＬは導電膜ｇ１で構成されてい
る。このゲート線ＧＬの導電膜ｇｌはゲート電極ＧＴの
導電膜ｇ１と同一製造工程で形成され、かつ一体に構成
されている。このゲート線ＧＬにより、外部回路からゲ
ート電圧をゲート電極ＧＴに供給する。導電膜ｇ１とし
ては、例えばスパッタで形成されたクロム－モリブデン
合金（Ｃｒ－Ｍｏ）膜が用いられる。また、ゲート線Ｇ
Ｌ及びゲート電極ＧＴの材質はクロム－モリブデン合金
のみに限られたものではなく、例えば、低抵抗化のため
にアルミニウム又はアルミニウム合金をクロム－モリブ
デンで包み込んだ２層構造としてもよい。
【００３７】コモン線ＣＬは導電膜ｇ１で構成されてい
る。このコモン線ＣＬの導電膜ｇｌはゲート電極ＧＴ、
ゲート線ＧＬ及びコモン電極ＣＴの導電膜ｇ１と同一製
造工程で形成され、かつコモン電極ＣＴと一体形成され
ている。このコモン電圧信号線ＣＬにより、外部回路か
らコモン電圧をコモン電極ＣＴに供給する。また、コモ
ン線ＣＬの材質はクロム－モリブデン合金のみに限られ
たものではなく、例えば、低抵抗化のためにアルミニウ
ム又はアルミニウム合金をクロム－モリブデンで包み込
んだ２層構造としてもよい。
【００３８】ゲート絶縁膜ＧＩは、薄膜トランジスタＴ
ＦＴにおいて、ゲート電極ＧＴと共に半導体層ＡＳＩに
電界を与えるための絶縁膜として使用される。ゲート絶
縁膜ＧＩはゲート電極ＧＴ及びゲート線ＧＬの上層に形
成されている。このゲート絶縁膜ＧＩとしては、例えば
プラズマＣＶＤで形成された窒化シリコン膜が選ばれ、
１００ｎｍ～４μｍの厚さに（ここでは、３５０ｎｍ程
度）形成される。また、ゲート絶縁膜ＧＩはゲート線Ｇ
Ｌ及びコモン線ＣＬとドレイン線ＤＬの層間絶縁膜とし
ても働き、それらの電気的絶縁にも寄与している。
【００３９】半導体層ＡＳＩは非晶質シリコン半導体で
なり、１５０Å～２５００Åの厚さに（ここでは、１２
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9
００Å程度の膜厚）形成される。層ｄ０はオーミックコ
ンタクト用のリン（Ｐ）をドープしたＮ（＋）型非晶質
シリコン半導体層であり、下側にｉ型半導体層ＡＳＩが
存在し、上側に導電層ｄ１が存在するところのみに残さ
れている。半導体層ＡＳＩ及び層ｄ０は、ゲート線ＧＬ
及びコモン線ＣＬとドレイン線ＤＬとの交差部（クロス
オーバ部）の両者間にも設けられている。この交差部の
半導体層ＡＳＩは当該交差部におけるゲート線ＧＬ及び
コモン線ＣＬとドレイン線ＤＬとの短絡を低減する。
【００４０】ソース電極ＳＤＩ、ドレイン電極ＳＤ２の
それぞれは、Ｎ（＋）型半導体層ｄ０に接触する導電膜
ｄ１から構成されている。Ｃｒ－Ｍｏ膜は低応力である
ので、比較的膜厚を厚く形成することができ、配線の低
抵抗化に寄与する。また、Ｃｒ－Ｍｏ膜はＮ（＋）型半
導体層ｄ０との接着性も良好である。
【００４１】ドレイン線ＤＬはソース電極ＳＤＩ、ドレ
イン電極ＳＤ２と同層で構成されている。また、ドレイ
ン線ＤＬはドレイン電極ＳＤ２と一体に形成されてい
る。ここでは、導電膜ｄｌはスパッ夕で形成したクロム
－モリブデン合金（Ｃｒ－Ｍｏ）膜を用い、５００Å～
３０００Åの厚さに（ここでは、２５００Å程度）形成
される。Ｃｒ－Ｍｏ膜は低応力であるので、比較的膜厚
を厚く形成することができ、配線の低抵抗化に寄与す
る。また、Ｃｒ－Ｍｏ膜はＮ（＋）型半導体層ｄ０との
接着性も良好である。導電膜ｄｌとして、Ｃｒ－Ｍｏ膜
の他に高融点金属（Ｍｏ，Ｔｉ，Ｔａ，Ｗ）膜、高融点
金属シリサイド（ＭｏＳｉ

2 
，ＴｉＳｉ

2 
，ＴａＳ

ｉ
2 
，ＷＳｉ

2 
）膜を用いてもよく、また、アルミニウ

ム等との積層構造にしてもよい。
【００４２】薄膜トランジスタＴＦＴ上には保護膜ＰＳ
Ｖが設けられている。保護膜ＰＳＶは主に薄膜トランジ
スタＴＦＴを湿気等から保護するために設けられてお
り、透明性が高く、しかも耐湿性の良いものを使用す
る。保護膜ＰＳＶは、例えばプラズマＣＶＤ装置で形成
した酸化シリコン膜や窒化シリコン膜からなり、０．１
μｍ以上、１μｍ以下の膜厚で形成する。保護膜ＰＳＶ
は、外部接続端子ＤＴＭ，ＧＴＭを露出するよう除去さ
れている。保護膜ＰＳＶとゲート絶縁膜ＧＩの厚さ関係
に関しては、前者は保護効果を考え厚くされ、後者はト
ランジスタの相互コンダクタンスｇｍを考えて薄くされ
る。また、保護膜ＰＳＶは、ポリイミド等の有機膜を２
μｍ以上、３μｍ以下の比較的厚い構成としたものの積
層構造としても良い。
【００４３】画素電極ＰＸは、透明導電体であるＩＴＯ
で形成され、同じくＩＴＯで形成されるコモン電極ＣＴ
との間で蓄積容量を形成している。ここでは透明導電体
としてＩＴＯを用いて説明したが、インジウム－ジンク
－オキサイド（ＩＺＯ）でも同様の効果が得られるのは
言うまでもない。
【００４４】対向電極ＣＴはＩＴＯで形成され、コモン
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線ＣＬと同層で接続されている。対向電極ＣＴにはコモ
ン電圧が印加されるように構成されている。本構成例で
は、コモン電圧はドレイン線ＤＬに印加される最小レベ
ルの駆動電圧と最大レベルの駆動電圧との中間直流電位
から、薄膜トランジスタＴＦＴをオフ状態にするときに
発生するフィードスルー電圧分だけ低い電位に設定され
る。
【００４５】図８は本発明の液晶表示装置を構成する上
下２枚の基板で挟持される液晶層に接してそれぞれ塗布
される配向膜の配向方向の説明図である。配向膜として
は、ポリイミドを用いる。初期配向方向ＲＤＲは上下基
板で互いに平行にする。初期配向方向を付与する方法と
しては、ラビングが最も一般的であるが、その他に斜方
蒸着がある。
【００４６】初期配向方向ＲＤＲと印加電界方向ＥＤＲ
との関係は図５に示すとおりである。ここでは、初期配
向方向ＲＤＲは、水平方向に対して約７５°とした。な
お、誘電率異方性が正の液晶組成物を用いる構成におい
ては、初期配向方向ＲＤＲと印加電界方向ＥＤＲとのな
す角度は、４５°以上９０°未満でなければならない。
配向膜は２０ｎｍ～３００ｎｍの厚みに形成される（本
実施例では１００ｎｍ程度）。
【００４７】２枚の基板の各表面には偏光板が積層され
る。図１０で後述する偏光板ＰＯＬ１、ＰＯＬ２として
は、導電性を有する偏光板を用い、下側の偏光板ＰＯＬ
Ｉの偏光透過軸ＭＡＸＩを初期配向方向ＲＤＲと一致さ
せ、上側の偏向板ＰＯＬ２の偏光透過軸ＭＡＸ２を、そ
れに直交させる。これにより、本発明の画素に印加され
る電圧（画素電極ＰＸと対向電極ＣＴの間の電圧）を増
加させるに伴い、透過率が上昇するノーマリクローズ特
性を得ることができる。また、電圧無印加時には、良質
な黒表示ができる。
【００４８】なお、偏光板に導電性を持たせることによ
り、外部からの静電気による表示不良及びＥＭＩ対策を
施している。導電性に関しては、静電気による影響に対
する対策のためだけであれば、シート抵抗が１０8 Ω／
□以下、ＥＭＩに対しても対策するのであれば、１０4 

Ω／□以下とするのが望ましい。また、ガラス基板の液
晶組成物の挟持面の裏面（偏光板を粘着させる面）に導
電層を設けてもよい。
【００４９】図９は上下のガラス基板ＳＵＢＩ，ＳＵＢ
２を含む液晶表示装置の表示パネルＰＮＬのマトリクス
（ＡＲ）周辺の要部を示す平面図である。また、図１０
は図の左側に走査回路が接続されるべき外部接続端子Ｇ
ＴＭ付近の断面を示し、右側に外部接続端子が無いとこ
ろのシール部付近の断面を示す図である。
【００５０】この液晶表示装置の製造では、小さいサイ
ズであればスループット向上のため一枚のガラス基板で
複数個分のデバイスを同時に加工してから分割し、大き
いサイズであれば製造設備の共用のため、どの品種でも
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標準化された大きさのガラス基板を加工してから各品種
に合ったサイズに小さくする。いずれの場合も一通りの
工程を経てからガラスを切断する。図９、図１０は後者
の例を示すもので、両図とも上下基板ＳＵＢＩ，ＳＵＢ
２の切断後を表している。図９のＬＮは両基板の切断前
の縁を示す。
【００５１】いずれの場合も、完成状態では外部接続端
子群Ｔｇ，Ｔｄ及び端子ＣＴＭが存在する（図９で上辺
と左辺の）部分はそれらを露出するように上側基板ＳＵ
Ｂ２の大きさが下側基板ＳＵＢＩよりも内側に制限され
ている。端子群Ｔｇ，Ｔｄは、それぞれ後述する走査回
路接続用端子ＧＴＭ、ドレイン信号回路接続用端子ＤＴ
Ｍとそれらの引出配線部を集積回路チップＣＨＩ（図１
４参照）が搭載されたテープキャリアパッケージＴＣＰ
（図１４参照）の単位に複数本まとめて名付けたもので
ある。
【００５２】各群のマトリクス部から外部接続端子部に
至るまでの引出配線は両端に近づくにつれ傾斜してい
る。これは、パッケージＴＣＰの配列ピッチ及び各パッ
ケージＴＣＰにおける接続端子ピッチに表示パネルＰＮ
Ｌの端子ＤＴＭ，ＧＴＭを合わせるためである。また、
コモン端子ＣＴＭは、コモン電極ＣＴにコモン電圧を外
部回路から与えるための端子である。マトリクス部のコ
モン線ＣＬは、ゲート用端子ＧＴＭの反対側（図９では
右側）に引き出し、各コモン線を共通バスラインＣＢで
一纏めにして、コモン端子ＣＴＭに接続している。
【００５３】透明ガラス基板ＳＵＢＩ，ＳＵＢ２の間に
は、その縁に沿って液晶封入口ＩＮＪを除き、液晶ＬＣ
を封止するようにシールパターンＳＬが形成される。シ
ール材は例えばエポキシ樹脂から成る。配向膜ＯＲ１
１，ＯＲ１２の層は、シールパターンＳＬの内側に形成
される。偏光板ＰＯＬＩ，ＰＯＬ２はそれぞれ下部透明
ガラス基板ＳＵＢＩ、上部透明ガラス基板ＳＵＢ２の外
側の表面に構成されている。液晶ＬＣは液晶分子の向き
を設定する下部配向膜ＯＲ１１と上部配向膜ＯＲ１２と
の間でシールパターンＳＬで仕切られた領域に封入され
ている。下部配向膜ＯＲ１１は、下部透明ガラス基板Ｓ
ＵＢＩ側の保護膜ＰＳＶＩの上部に形成される。
【００５４】この液晶表示装置は、下部透明ガラス基板
ＳＵＢＩ側、上部透明ガラス基板ＳＵＢ２側で別個に種
々の層を積み重ね、シールパターンＳＬを基板ＳＵＢ２
側に形成し、下部透明ガラス基板ＳＵＢＩと上部透明ガ
ラス基板ＳＵＢ２とを重ね合わせる。そして、シール材
ＳＬの開口部ＩＮＪから液晶ＬＣを注入し、注入口ＩＮ
Ｊをエポキシ樹脂などで封止し、上下基板を切断するこ
とによって組み立てられる。
【００５５】図１１は図９におけるゲート線ＧＬからそ
の外部接続端子（ゲート端子）ＧＴＭまでの接続構造の
説明図である。図１１（ａ）は平面図であり、図１１
（ｂ）は図１１（ａ）のＢ－Ｂ切断線における断面を示
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している。なお、図１１は図９の左下方付近に対応し、
斜め配線の部分は便宜状一直線状で表した。図中Ｃｒ－
Ｍｏ層ｇｌは判り易くするためハッチングを施してあ
る。
【００５６】ゲート端子ＧＴＭは、Ｃｒ－Ｍｏ層ｇｌ
と、更にその表面を保護し、かつ、ＴＣＰ（Ｔａｐｅ  
Ｃａｒｒｉｅｒ  Ｐａｃｋａｇｅ）との接続の信頼性を
向上させるための透明導電層ＩＴＯ１とで構成されてい
る。この透明導電層ＩＴＯ１は透明導電膜ＩＴＯを用い
ている。図１１（ｂ）に示したように、絶縁膜ＧＩ及び
保護膜ＰＳＶは同図の右側に形成されており、左端に位
置する端子部ＧＴＭは絶縁膜ＧＩ及び保護膜ＰＳＶから
露出して外部回路との電気的接触ができるようになって
いる。
【００５７】図１１にはゲート線ＧＬとゲート端子ＧＴ
Ｍの一つの対のみが示されているが、実際はこのような
対が上下に複数本並べられて端子群が構成され、ゲート
端子ＧＴＭの図示左端は、製造過程では基板の切断領域
を越えて延長され、短絡配線ＳＨｇ（図示せず）によっ
て短絡される。この短絡配線による短絡で製造過程にお
ける配向膜ＯＲＩ１のラビング時等の静電破壊防止に役
立つ。
【００５８】図１２はドレイン線ＤＬからその外部接続
端子ＤＴＭまでの接続構造の説明図である。図１２
（ａ）はその平面を示し、図１２（ｂ）は図１２（ａ）
のＢ－Ｂ切断線における断面を示す。なお、図１２は図
９の右上付近に対応し、図面の向きは便宜上変えてある
が右端方向が基板ＳＵＢ１の上端部に該当する。
【００５９】外部接続端子ＤＴＭは上下方向に配列さ
れ、図１６に示すように端子群Ｔｄ（添字省略）を構成
し、基板ＳＵＢＩの切断線を越えて更に延長されてい
る。この外部接続端子ＤＴＭは製造過程では基板の切断
領域を越えて延長され、製造過程中での静電破壊防止の
ためその全てが互いに短絡配線ＳＨｄ（図示せず）によ
って短絡されている。
【００６０】外部接続端子ＤＴＭは透明導電層ＩＴＯ１
で形成されており、保護膜ＰＳＶ１を除去した部分でド
レイン線ＤＬと接続されている。この透明導電膜１ＴＯ
１はゲート側の外部接続端子ＧＴＭと同様の透明導電膜
ＩＴＯを用いている。表示領域（マトリクス部）から外
部接続端子ＤＴＭまでの引出し配線は、ドレイン線ＤＬ
と同じレベルの層ｄｌが構成されている。
【００６１】図１３はコモン線ＣＬからその外部接続端
子ＣＴＭまでの接続構造の説明図である。図１３（ａ）
はその平面を示し、図１３（ｂ）は図１３（ａ）のＢ－
Ｂ切断線における断面を示す。なお、図１３は図９の左
上付近に対応する。
【００６２】各コモン線ＣＬは共通バスラインＣＢで一
纏めして外部接続端子ＣＴＭに引き出されている。共通
バスラインＣＢは導電層ｇ１の上に導電層ｇ３（図示せ
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ず）を積層し、透明導電層ＩＴＯ１でそれらを電気的に
接続した構造となっている。これは、共通バスラインＣ
Ｂの抵抗を低減し、コモン電圧が外部回路から各コモン
線ＣＬに十分に供給されるようにするためである。本構
造では、特に新たに導電層を付加することなく、共通バ
スラインの抵抗を下げられるのが特徴である。
【００６３】外部接続端子ＣＴＭは、導電層ｇ１の上に
透明導電層ＩＴＯ１が積層された構造になっている。こ
の透明導電膜ＩＴＯ１は他の外部接続端子と同様に透明
導電膜ＩＴＯを用いている。透明導電層ＩＴＯ１によ
り、その表面を保護し、電蝕等を防ぐために耐久性のよ
い透明導電層ＩＴＯ１で導電層ｇ１を覆っている。ま
た、透明導電層ＩＴＯ１と導電層ｇ１及び導電層ｄ１と
の接続は、保護膜ＰＳＶ及び絶縁膜ＧＩを経由するスル
ーホールを形成し導通を取っている。
【００６４】図１４は表示領域（マトリクス部）の等価
回路とその周辺回路の結線図の説明図である。同図は回
路図ではあるが、実際の幾何学的配置に対応して描かれ
ている。表示領域に構成されるマトリクス部は複数の画
素を二次元状に配列したマトリクス・アレイで形成され
ている。図１４中、Ｘはドレイン線ＤＬを意味し、添字
Ｇ，Ｂ及びＲがそれぞれ緑、青及び赤画素に対応して付
与されている。Ｙはゲート線ＧＬを意味し、添字１，
２，３，・・・，ｅｎｄは走査タイミングの順序に従っ
て付与されている。ゲート線Ｙ（添字省略）はゲートド
ライバ（垂直走査回路）Ｖに接続されており、ドレイン
線Ｘ（添字省略）はドレインドライバ（映像信号駆動回
路）Ｈに接続されている。ＳＵＰは１つの電圧源から複
数の分圧した安定化された電圧源を得るための電源回路
やホスト（上位演算処理装置）からのＣＲＴ（陰極線
管）用の表示情報をＴＦＴ液晶表示装置用の表示情報に
変換する回路を含む回路である。
【００６５】図１５は図１４に示した液晶表示装置の駆
動波形図である。ゲート信号ＶＧは１走査期間ごとにオ
ンレベルをとり、その他はオフレベルをとる。ドレイン
信号電圧ＶＤは、液晶層に印加したい電圧の２倍の振幅
で正極と負極を１フレーム毎に反転して１つの画素に伝
えるように印加する。ここで、ドレイン信号電圧ＶＤは
画素マトリクスの１列毎に極性を反転し、２行毎にも極
性を反転する。これにより、極性が反転した画素が上下
左右に隣りあう構成（ドット反転駆動）となり、フリッ
カ、クロストーク（スミア）を発生し難くすることがで
きる。
【００６６】また、コモン電圧ＶＣはドレイン信号電圧
ＶＤの極性反転のセンター電圧から一定量下げた電圧に
設定する。これは、薄膜トランジスタＴＦＴがオンから
オフに変わるときに発生するフィードスルー電圧を補正
するものであり、液晶に直流成分の少ない交流電圧ＶＬ
Ｃを印加するために行う（液晶は直流が印加されると、
残像、劣化等が激しくなるため）。 *
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*【００６７】図１６は図９に示した表示パネルＰＮＬに
ドレインドライバ（映像信号駆動回路）Ｈとゲートドラ
イバ（垂直走査回路）Ｖを接続した状態を示す平面図で
ある。ＣＨＩは表示パネルＰＮＬを駆動させる駆動ＩＣ
チップ（同図下側の５個は垂直走査回路側の駆動ＩＣチ
ップ、左の１０個ずつはドレイン信号駆動回路側の駆動
１Ｃチップ）である。ＴＣＰは駆動用ＩＣチップＣＨＩ
がテープ・オートメイティド・ボンディング法（ＴＡ
Ｂ）により実装されたテープキャリアパッケージ、ＰＣ
ＢＩは上記ＴＣＰやコンデンサ等が実装された駆動回路
基板で、ドレイン信号駆動回路用とゲート信号駆動回路
用の２つに分割されている。
【００６８】ＦＧＰはフレームグランドパッドであり、
シールドケースＳＨＤに切り込んで設けられたバネ状の
破片が半田付けされる。ＦＣは下側の駆動回路基板ＰＣ
ＢＩと左側の駆動回路基板ＰＣＢＩを電気的に接続する
フラットケーブルである。フラットケーブルＦＣとして
は図１６に示すように、複数のリード線（りん青銅の素
材にＳｎ鍍金を施したもの）をストライプ状のポリエチ
レン層とポリビニルアルコール層とでサンドイッチして
支持したものを使用する。上記実施例の構成により、ホ
トコン電流の発生を抑制し、ドレイン電極やソース電極
のクラックや断線を防止することができる。
【００６９】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
ホトコン電流が発生や薄膜トランジスタのリーク電流の
発生や信号保持電圧の低下を抑制し、ドレイン電極やソ
ース電極のクラックや断線を防止して高品質で高い製品
歩留りを実現した信頼性の高い液晶表示装置を提供する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による液晶表示装置の第１実施例の要部
構成を模式的に説明する平面図である。
【図２】本発明による液晶表示装置の第２実施例の要部
構成を模式的に説明する平面図である。
【図３】本発明による液晶表示装置の第３実施例の要部
構成を模式的に説明する平面図である。
【図４】本発明による液晶表示装置の第４実施例の要部
構成を模式的に説明する平面図である。
【図５】本発明による液晶表示装置の第５実施例の要部
構成を模式的に説明する平面図である。
【図６】本発明の液晶表示装置の一画素の構成を説明す
る平面図である。
【図７】薄膜トランジスタ部分の断面図である。
【図８】本発明の液晶表示装置を構成する上下２枚の基
板で挟持される液晶層に接してそれぞれ塗布される配向
膜の配向方向の説明図である。
【図９】上下のガラス基板を含む表示パネルのマトリク
ス周辺の要部を示す平面図である。
【図１０】走査回路が接続されるべき外部接続端子付近
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の断面と外部接続端子が無いところのシール部付近の断
面図である。
【図１１】図９におけるゲート線からその外部接続端子
までの接続構造の説明図である。
【図１２】ドレイン線からその外部接続端子までの接続
構造の説明図である。
【図１３】コモン線からその外部接続端子までの接続構
造の説明図である。
【図１４】表示領域（マトリクス部）の等価回路とその
周辺回路の結線図の説明図である。
【図１５】図１４に示した液晶表示装置の駆動波形図で
ある。
【図１６】図９に示した表示パネルにドレインドライバ
（映像信号駆動回路）とゲートドライバ（垂直走査回
路）を接続した状態を示す平面図である。
【図１７】ＩＰＳ方式の液晶表示装置の一例における薄
膜トランジスタ部分を拡大して模式的に示す要部平面図
である。 *
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*【図１８】ＩＰＳ方式の液晶表示装置の他例における薄
膜トランジスタ部分を拡大して模式的に示す要部平面図
である。
【符号の説明】
ＳＵＢ（ＳＵＢ１、ＳＵＢ２）・・・・透明ガラス基
板、ＧＬ・・・・ゲート線、ＤＬ・・・・ドレイン線、
ＣＬ・・・・コモン線、ＰＸ・・・・画素電極、ＣＴ・
・・・コモン電極、ＧＩ・・・・ゲート絶縁膜、ＧＴ・
・・・ゲート電極、ＡＳＩ・・・・半導体層、ＳＤ１，
ＳＤ２・・・・ソース電極又はドレイン電極、ＰＳＶ・
・・・保護膜、ＢＭ・・・・遮光膜、ＬＣ・・・・液晶
層、ＴＦＴ・・・・薄膜トランジスタ、ＴＨ・・・・ス
ルーホール、ｇ，ｄ・・・・導電膜、ＩＴＯ・・・・透
明導電膜、ＧＴＭ・・・・ゲート側の外部接続端子、Ｄ
ＴＭ・・・・ドレイン側の外部接続端子、ＣＢ・・・・
共通バスライン、ＣＴＭ・・・・コモン側の外部接続端
子、ＳＨＤ・・・・シールドケース、ＰＮＬ・・・・液
晶表示パネル。
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